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Se presentan aqui los resultados preliminares de la respuesta dieléctrica en funcién de la frecuencia, a temperatura
ambiente, del cerdmico Y,BaCuQs, llamados fase verde del sistema YBaCuO.

Se analizan la constante dieléctrica relativa (k' ), el factor de pérdidas relativo (k"), la tangente de pérdidas
dieléctricas (tg (3)), y el factor de calidad (Q) en funcién de la frecuencia.

INTRODUCCION

Elestudio de las difcrentes fases del sistema
YBaCuO cobr6 interés lucgo de observarse super-
conductividad a una temperatura critica de 90 K
en el compuesto YBa,Cu,0; x (1), de fase orto-
rrémbica, conocido como 1 : 2 : 3.

Junto con el antcrior suele formarse el compuesto
Y,BaCuO; (2), (3) conocido como 2 : 1 : 1, grupo
espacial P, (2). Este uiltimo no presenta tran-
sicién superconductora y ¢s aislador (4).

Con el objeto de¢ tener mayor informacion sobre el
Y,BaCuQ,, se lo sintetizd y se midi6 su respuesta
dieléctrica en funcién de 1a frecuencia.

PARTE EXPERIMENTAL

A) Preparacién de la muestra,

El Y,BaCuOs fue preparado por reaccion en fase
s6lida partiendo de una mezcla en la relacion este-
quiométrica de: Y,0,;, BaCO, y CuO, a una tem-
peratura de 920° C durante 24 horas, en atmésfera
de O,.

Se comprob6 la formacién del compuesto median-
te la comparacién con un patrén (2) del diagrama
de difraccion de rayos-x obtenido en un difrac-
témetro de polvos (radiacién K, cdtodo de Cu).
Las muestras fucron sinterizadas a 950°C en forma
de discos de 10 mm de didmetroy 2 a 3 mm. de
espesor. Las caras circulares de las mismas
se cubricroil posteriormente con electrodos
de oro por vaporizacion en vacio.
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B) Metodos de Medicién.

Se ha medido la capacidad y conductancia G (par-
te real de de Y = G - jB ) de las muestras en un
rango de 10* Hz a 10°Hz con un impedancimetro
vectorial HP modelo 4227A totalmente automati-
zado, controlado por computadora.

Se evaluaron dos muestras, una de 2mm x 10mm
y otra de 3mm x 10mm siendo las medidas espe-
sor y didmetro respectivamente.

Se muestran en la Fig 1 los gréficos de la capaci-
dad en funcién del logaritmo de la frecuencia para
las muestras antes mencionadas. Se observa que la
curva superior corresponde a 1a muestra de menor
espesor de acuerdo con la expresion de capacidad:
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donde A es el 4rea circular, d el espesor, © = 2nf
= frecuencia y €' = k' g, con € constante dieléc-

trica dcl vacio.
2. 18E-12 g
Jiidad §

Zap (Far)

Lo

1.78E-12

1.5@e-12

1.38E-12 ' X -
4,00E+00 4,50E+60 5.080E+@0 5.30E+00

Figura 1: Capacidad vs. frecuencia,g )

6.00E+88
unidad x

TUCUMAN 1991 -249



Dada la reproduc1b111ddd observada en la Fig.1, el
“andlisis en lo sucesivo se har4 para la muestra de
_menor cspcsor
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Enlafig.2 se representan la capacidad y 1a con-
“ductancia en funci6n de la frecuencia.

~ A partir de esta relacién se pueden- evaluar 10s
- siguientes parametros vmculados con expresnones
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VDISCUSION Y CONCLUSIONES

Ladnicamanera significativa (9) dé presentar

datos de un dieléctrico es.el grafico de k' y:k"en -
~ funcio6n de la frecuencia (Fig. 5.y Fig..6). En el
*_presente caso ¢s facil observar que para el rango
" defrecuencias bamdo, tanto. k' como k™ decrecen“
(Fig. 5 y Fig..6).. v

Del andlisis comparatlvo de los valores de k' (Flg-- _
.5) y 1a tangente de pérdidas dieléctricas (tg 8) -
* (Fig.3) se puede inferir que entre*10* y10°Hz el
‘material se comporta como.un axslador de muy

bajas pérdidas . A 2

Enlafig. 3 se veque tg. 8 tlende a cero para Ia.

frecuencia de 1 MHz y el factorde calldad Q
crece (Fig4). (R & S

‘Se dejar4 para un futuro estudio la respuesta de

este cerdmico en la regién de microondas.

Volviendo al andlisis de la Fig. 5,-‘-r'e‘s'u1‘ta‘ evidentc. _
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la apanmén‘de una forma resonante en el mtcrvalo

10%% 105H'z y otra a partir de 10°7° Hz, hecho
corroborado por la oscilacién de 1a conductancia
en los mlsmos intervalos de frecuencia (Fig.2).
Este fen()meno no se puede atribuir a priori a nin-
gin mecanlsmo de polarizacién conocido, debido
ala frecuenc1a relativamente baja en que ocurre
(10)! Von H1ppe1 (11) atribuye estas oscilaciones a

modos bla‘ndos , pero otros autores (6) suponen
que estos modos se deben al retraso de formas de
polanzac16n de carga espacial en los limites inter-
granulares (ﬁel dieléctrico no homogéneo.
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